BEISPIEL 6.1: Differenzverstarker

R, Rs
C 8-
L Widerstandswerte: R; = 1 kQ
- Ry = 100 k2
R
Uy . + U,  Offsetspannung: —6 MV< Uggp < 6 mV
l Biasstrom: =500 nA< I <0
, Us R, Y Offsetstrom: |Ieq0| < 200 nA

A
Die Schaltung stellt einen Differenzverstarker dar, der im Gegensatz zum gewdhnlichen, mit Hilfe von

zwei Transistoren gebildeten Differenzverstirker einen weiten linearen Bereich und einen niedrigen
Ausgangswiderstand hat.

(a) Ermitteln Sie die Abhangigkeit der Ausgangsspannung von den Eingangsspannungen U, (U, Us).
(b) Wie groB ist die Schwankungsbreite AU, der Ausgangsspannung zufolge der Offsetspannung?

(c) Wie groB ist die Schwankungsbreite AU, der Ausgangsspannung zufolge des Bias- bzw Off-
setstroms?
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BEISPIEL 6.2: Hochfrequenzeigenschaften des Summierverstarkers

Ry Ry
Widerstandswerte: Ry =1kQ
Ry =10 kQ
Ue Ua
Ueat Geradeausverstarkung: v = 200 000
fee = 10 Hz

2 i

(a) Zeichnen Sie das Bodediagramm der Geradeausverstdrkung v, des Operationsverstarkers und
bestimmen Sie die Transitfrequenz fr.

(b) Bestimmen Sie die Grenzfrequenz f,, der riickgekoppelten Verstarkung v, = u, /u..

(c) Zeichnen Sie das Bodediagramm der riickgekoppelten Verstarkung v,.
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BEISPIEL 6.3: Instrumentierverstarker
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Widerstandswerte:

R; =100 kQ
Ry =1kQ
Offsetspannung:

—6 mMV< Uggp < 6 mV

Alle Operationsverstarker
haben dieselbe Offset-
spannung innerhalb des
Streubereichs.

Die Schaltung ist wie die Schaltung aus Beispiel 6.1 ein Differenzverstarker, jedoch mit einem hohen
Eingangswiderstand und geringerer Empfindlichkeit gegeniiber der Offsetspannung.

(a) Ermitteln Sie die Abhédngigkeit der Ausgangsspannung von den Eingangsspannungen U, (U1, Us).

(b) Wie groB ist die Schwankungsbreite AU, der Ausgangsspannung zufolge der Offsetspannung?
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BEISPIEL 6.4: Integrator

Ry
1
o Widerstandswert: Ry =1kQ
Ry Kapazitatswert: C =10 nF
I Offsetspannung: —6 MV< Ugqp < 6 mV
Biasstrom: —500 nA< I,o <0
Ue Us Geradeausverstarkung: vy = 100000
fee = 10 Hz

In den Punkten (a) bis (c) werde der Widerstand R, weggelassen (Unterbrechung).

(a) Ermitteln Sie die Zusammenhang zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung U, (Us).

(b) In welcher Zeit steigt im ungiinstigsten Fall der Betrag der Ausgangsspannung |U,| bei kurz-
geschlossenem Eingang (U. = 0 V) infolge der Offsetspannung von 0 V auf 10 V an

(c) Wie (b), jedoch infolge des Biasstroms.

(d) Wie groR muss der Widerstand R, gewahlt werden, damit der Betrag der Ausgangsspannung
|Ua| bei U, = 0 V im ungiinstigsten Fall auf 0,5 V ansteigen kann? Beriicksichtigen Sie sowohl
den Einfluss der Offsetspannung als auch des Biasstroms.

(e) Zeichnen Sie fir diesen Wert von R, das Bodediagramm der riickgekoppelten Verstarkung v,
und zum Vergleich jenes der Geradeausverstarkung v,,.
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